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[はじめに] 半導体ナノワイヤは低い熱伝導率を持つ半導体材料である[1]。また Ge/Si コアシェルナノワ

イヤ(以下、Ge/Si NW)は、ドーピングなしで p型半導体として動作するため、低い熱伝導率と高い電気

伝導率が期待されている熱電材料である[2][3]。我々は Ge/Si NWを使った熱電素子開発に向けて、Ge/Si 

NWの作製と熱電特性評価を行った。 

[実験]VLS成長法によって本研究室で作製したGe/Si NWとSi NWを用いて、シリコン基板上に熱電特性

測定用デバイス(Fig.1)を作製した。このデバイスを用いてGe/Si NW とSi NWの電気特性評価を行い、

デバイス上に作製したヒーター(Fig.1)を用いて50～350[K]の低温領域にて熱電特性測定を行った。 

[結果] 電気特性評価から Ge/Si NW と Si NW 共に p 型のバックゲート依存性(Fig.2)を観測することが

でき、それぞれノーマリーオン、ノーマリーオフの特徴が観測された。また熱電特性評価の結果、300[K]

付近で Ge/Si NWのパワーファクターが最大となり、参考論文[2]の結果よりも 10～100倍以上の値を観

測できた(Fig.3)。これらの結果から Ge/Si NWは室温でも有効

な熱電材料であることが期待できる。 
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Fig.1 :熱電特性測定用デバイス 

 

Fig.2 :Ge/Si NWの ID-VBG特性      Fig.3 :Ge/Si NWのゼーベック電圧 
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